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1． ア ル ミ ニ ウム 中の 原子 空孔 に お け る

　　陽電子 消滅 の 温 度依存

白　石 豪

　本研究の 目的 は ， ア ル ミ ニ ウム 中の 単一原子空孔に陽電子が捕 捉 され た状態か らの 陽電子消

滅パ ラメ
ー

タ S
．

と ， 単
一原 子空孔 の 単位濃度当 りの 陽電 子捕捉速度 μ

．
の 温度依 存を ，　実験

的に 明 らか に す る こ とで あ る
。

こ の 目的 の た め に ，まず ，次の 2種類 の 実験 を行な っ た 。 急冷

した帯精製ア ル ミニ ウム 単結晶に お け る陽電 子消滅 ド ッ プ ラ
ーブ ロ

ー ドニ ン グを， 42 〜 200

K の 温度領域 で 測定 し た
。

こ の 測定か ら得 られ た 5 パ ラ メ
ー

タ に は ， 凍結原子 空孔濃 度が 低 い

場合 ， 80K 以下 で 負 の 温度依存がみ られ た 。 ま た徐冷中に一定濃度の 過剰原 子空孔が導入 さ

れ る高完全度ア ル ミ ニ ウム 単結晶 （転移密度 103cm
−2

以 下 ）に お い て ， 冷却速度 1．9 〜 27．4

K ／h で 650K か ら室温 へ 徐冷 しなが ら ， ド ッ プ ラ
ーブ ロ

ー ドニ ン グの 測定を行な っ た。 こ の

測定 か ら得 られ た S パ ラ メ
ー

タ は ， 500K 以下 で は 温度の 増加 と共 に 直線的に増加 して お り，

そ の 温度係数は 過剰空 孔濃度 が高 い ほ ど大 きい 。次に ， こ れ ら S パ ラ メ
ー

タ を陽電 子 トラ ッ ピ

ン グ ・モ デ ル を用 い て 解析 し た 。 そ の 結果 ， μ
．
は，温度 丁 の 関数

　　　μ
．

− 5 × IO14 ・匚1 ＋ 3・4 × exp （− 0・034・T ）コ・

− 1

に よ っ て 表 わ す こ とが で き，
80K 以下 で 強 い 負 の 温度依存 を もつ こ とが明 らか とな っ た 。

また ， S
．

は
，

100 〜 500K の 温度領域 で は ， 温度 と共 に 直線的 に増加 し ， こ の 温度係数 とし

て ， （3．8 ± 0．3 ）× 10
−5K − 1

が得 られ た 。 こ の 値 は ， 自由状態か らの 陽電子消滅パ ラ メ
ー

タ

の 温度係数 の 約 2倍 で あ る 。
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最後に ， 求め た μ
．
，S

．
の 温度依存性 を ， 従 来 の 研 究結果 と比較検討 した 。

2． Al − Ag 希 薄合金 の 結晶粒界 に お け る電 気抵抗

合　 田　 光　宏

　結晶 粒界の 電気抵抗率 へ の 影響 を調 べ
， さ らに粒界偏 析 と粒界構造の 関係 を明 らか に す る た

め に
， At − O．　OO50 　at ％ Ag 合金 の 単

一
結晶粒界 の 残留抵抗率 を種 々 の 粒界に つ い て

，
　 SQU

ID （超伝導量子 干渉計 ）を用 い て 測定 した 。

　そ の 結果 ， 次の 事 を見 い 出 し た
。

DAi − Ag 希薄合金 の 粒界 の 電 気抵抗率は ， 純 Al の 場合 に
， 粒 界 の 転位芯 に よ る も の で あ

　っ た の と異 な り， 主 と して粒界に 偏折 した銀 の 散乱 に よ る もの で ある 。

lD 小 角 の 一
般粒界 の 銀 の 偏析量 は ， 粒界 の 刃状転位 の 歪 み場 の 拡が りが広 い 程大 き く ， 偏析

　に よ る粒界 の 抵抗率 へ の 寄与 ρ
g島は 粒界 の 傾角 θ を用 い て

　 　 　 　 　 　 　 c

　　　嘱
；

、i。 θノ2

　と表わ され る 。

liD小 角 の
一

般粒界 の 銀の 偏析 は 弾性的相互 作用 よ りも ， む し ろ 電気的相互 作用 に よ る と考え

　られ る 。

jv） 双晶境界 の 電気抵抗率 は 大角の 一
般粒界 の そ れ よ り ， 2 〜 10倍大 き く， 双 晶境界で の 銀の

偏析 に 化学的相互 作用 が 働 い て い る もの と考 え られ る 。
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